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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１主面と、前記第１主面と反対側の面である第２主面を有する基板を準備し、
前記基板の前記第１主面上に複数の半導体素子を形成することにより半導体ウエハを形成
する工程と、
　（ｂ）粘着テープが貼り付けられた環状のリングを準備する工程と、
　（ｃ）前記半導体ウエハの前記第２主面と前記リングの環内に位置する前記粘着テープ
の粘着面とが対向するように、前記粘着テープ上に前記半導体ウエハを貼り付ける工程と
、
　（ｄ）前記半導体ウエハを切断することにより、複数の半導体チップに分割し、前記複
数の半導体チップが前記粘着テープに貼り付いた状態で前記リングに保持される、ソーン
ウエハを作成する工程と、
　（ｅ）前記（ｄ）工程の後、前記ソーンウエハの前記複数の半導体チップが貼り付けら
れた第１面を覆う第１ケース部と、前記ソーンウエハの前記第１面の反対側の第２面を覆
う第２ケース部と、を有する梱包ケース内に前記ソーンウエハを収納して前記リングを固
定する工程と、
　（ｆ）前記（ｅ）工程の後、梱包袋内に前記梱包ケースを収納する工程と、
　（ｇ）前記（ｆ）工程の後、前記梱包袋内の気体を吸気することにより、前記梱包ケー
ス内を減圧する工程と、を有し、
　前記第１ケース部は、前記（ｅ）工程で、前記複数の半導体チップを覆う第１凹部、お



(2) JP 6310803 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

よび上記第１凹部に連通し、前記梱包ケースの外部空間に接続される第１通気経路を有し
、
　前記第２ケース部は、前記（ｅ）工程で、前記ソーンウエハの前記第２面を覆う第２凹
部を有し、
　前記（ｇ）工程では、前記第１通気経路を介して、前記梱包ケース内の気体を排出する
、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１ケース部は、前記第１凹部の外側において、前記ソーンウエハの前記リングの
前記第１面を押圧して前記リングを固定するリング押さえ部を有し、
　平面視において、前記第１通気経路は、前記リングの内側の空間と前記リングの外側の
空間とを連通する、半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１ケース部は、前記第１凹部の周囲を囲むように設けられ、前記ソーンウエハの
前記リングの前記第１面を押圧して前記リングを固定するリング押さえ部を有し、
　平面視において、前記第１通気経路は、前記リング押さえ部の一部を貫通するように、
前記第１凹部内の空間と前記リング押さえ部の外側の空間とを連通する、半導体装置の製
造方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２ケース部は、前記第２凹部に連通し、前記梱包ケースの外部空間に接続される
第２通気経路を有し、
　前記（ｇ）工程では、前記第２通気経路を介して、前記第２凹部内の気体を排出する、
半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１通気経路および前記第２通気経路は、互いに接続される、半導体装置の製造方
法。
【請求項６】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２通気経路は、前記ソーンウエハの前記リングの外縁部と前記第２凹部の壁面と
の間に生じる隙間を含む、半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｅ）工程において、前記第１凹部と前記ソーンウエハの前記第１面により形成さ
れる第１空間の容積は、前記（ｅ）工程において、前記第２凹部と前記ソーンウエハの前
記第２面により形成される前記第２凹部の容積よりも大きい、半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記複数の半導体チップのそれぞれは、前記第１主面側に形成されたイメージセンサ素
子を有する、半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程の後、前記（ｅ）工程の前に、前記複数の半導体チップを覆うように保
護テープを前記ソーンウエハ上に貼り付ける工程を有する、半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　（ｈ）前記（ｇ）工程の後、前記梱包袋を開封することにより、前記梱包ケース内の圧
力を上昇させる工程と、
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　（ｉ）前記（ｈ）工程の後、前記ソーンウエハを前記梱包ケースから取り出す工程と、
をさらに有する、半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記梱包ケースの外部空間と前記第１凹部内の第１空間とを接続する前記第１通気経路
中には、前記第１通気経路の断面積が局所的に大きくなる空間が設けられる、半導体装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、例えば、半導体ウエハをリングに固定して切
断した後、複数の半導体チップに分割された半導体ウエハを、リングに支持された状態で
梱包する工程を含む半導体装置の製造方法に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００２－１４５３８０号公報（特許文献１）には、分割済みの半導体ウエハがダ
イシングテープに貼り付けられた状態の複数枚のダイシングフレームを、積層して収容す
る梱包箱が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１４５３８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　半導体ウエハを複数の半導体チップに分割した後、半導体チップを実装する場所まで搬
送する際に、切断後の複数の半導体チップが粘着テープに貼り付いた状態でリングに保持
された状態で梱包する場合がある。この状態のウエハは、リング付切断済み半導体ウエハ
と呼ばれる場合もあるが、本明細書では、以下、ソーンウエハと呼ぶ。
【０００５】
　搬送時に半導体チップの損傷を抑制する観点から、ソーンウエハの梱包ケースは、リン
グを固定できる構造であることが好ましい。また、半導体チップや半導体チップが有する
回路の構成部品の酸化を抑制する観点から、ソーンウエハの梱包ケースは、内部の気体を
吸気して、半導体ウエハの周囲の環境を減圧状態で維持できる構造であることが好ましい
。
【０００６】
　ところが、本願発明者が検討した所、ソーンウエハを梱包するケースの構造によっては
、半導体ウエハの周囲の環境を減圧状態から常圧状態に復帰させる際に、梱包ケース内に
収容された個々の半導体チップが損傷する懸念があることが判った。
【０００７】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施の形態による半導体装置の製造方法は、半導体ウエハを切断することにより、複
数の半導体チップに分割し、上記複数の半導体チップが粘着テープに貼り付いた状態で環
状のリングに保持される、ソーンウエハを作成する工程を有する。また、半導体装置の製
造方法は、上記ソーンウエハの上記半導体ウエハが貼り付けられた第１面を覆う第１ケー
ス部と、上記ソーンウエハの上記第１面の反対側の第２面を覆う第２ケース部と、を有す
る梱包ケース内に、上記ソーンウエハを収納する工程を有する。また、半導体装置の製造
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方法は、上記梱包ケースを梱包袋内に収納した後、上記梱包袋内の気体を吸気することに
より、上記梱包ケース内を減圧する工程を有する。また、上記第１ケース部は、上記複数
の半導体チップを覆う第１凹部、および上記第１凹部に連通する第１通気経路を有する。
また、上記梱包ケース内を減圧する工程では、上記第１通気経路を介して、上記梱包ケー
ス内の気体が外部に排出される。
【発明の効果】
【０００９】
　上記一実施の形態によれば、梱包ケース内に収容されたソーンウエハの複数の半導体チ
ップを保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施の形態である半導体パッケージ（半導体装置）の上面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】図１および図２を用いて説明した半導体パッケージの製造工程の概要を示す説明
図である。
【図４】図３に示すウエハ準備工程で準備する半導体ウエハの回路形成面側の平面図であ
る。
【図５】図３に示すダイシング工程で使用する半導体ウエハの支持部材を示す平面図であ
る。
【図６】図５のＡ－Ａ線に沿った断面において、ダイシングテープに半導体ウエハを貼り
付けた状態を示す断面図である。
【図７】図６に示す半導体ウエハをダイシングラインに沿って切断する様子を示す拡大断
面図である。
【図８】図３に示すダイシング工程後に得られるソーンウエハの平面図である。
【図９】図８に示すソーンウエハを梱包ケースに収容する様子を示す組立斜視図である。
【図１０】図９に示す梱包ケースの蓋部を上方から視た平面図である。
【図１１】図９に示す梱包ケースの本体部を上方から視た平面図である。
【図１２】図１０および図１１のＡ－Ａ線に沿った断面において、梱包ケースにソーンウ
エハが梱包された状態を示す断面図である。
【図１３】図１０および図１１のＢ－Ｂ線に沿った断面において、梱包ケースにソーンウ
エハが梱包された状態を示す断面図である。
【図１４】図３に示す真空包装工程で、梱包されたソーンウエハを真空包装する様子を模
式的に示す説明図である。
【図１５】図３に示す包装開封工程で、梱包袋の密封状態を開封する様子を模式的に示す
説明図である。
【図１６】図１０に示す梱包ケースが有する通気経路を模式的に示す平面図である。
【図１７】図１１に示す梱包ケースが有する通気経路を模式的に示す平面図である。
【図１８】図１２に対する変形例を示す断面図である。
【図１９】図１２に対する他の変形例を示す断面図である。
【図２０】図１２に対応する検討例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（本願における記載形式・基本的用語・用法の説明）
　本願において、実施の態様の記載は、必要に応じて、便宜上複数のセクション等に分け
て記載するが、特にそうでない旨明示した場合を除き、これらは相互に独立別個のもので
はなく、記載の前後を問わず、単一の例の各部分、一方が他方の一部詳細または一部また
は全部の変形例等である。また、原則として、同様の部分は繰り返しの説明を省略する。
また、実施の態様における各構成要素は、特にそうでない旨明示した場合、理論的にその
数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、必須のものではない
。
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【００１２】
　同様に実施の態様等の記載において、材料、組成等について、「ＡからなるＸ」等とい
っても、特にそうでない旨明示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、
Ａ以外の要素を含むものを排除するものではない。例えば、成分についていえば、「Ａを
主要な成分として含むＸ」等の意味である。例えば、「シリコン部材」等といっても、純
粋なシリコンに限定されるものではなく、シリコン・ゲルマニウム（ＳｉＧｅ）合金やそ
の他シリコンを主要な成分とする多元合金、その他の添加物等を含む部材も含むものであ
ることはいうまでもない。また、金めっき、Ｃｕ層、ニッケル・めっき等といっても、そ
うでない旨、特に明示した場合を除き、純粋なものだけでなく、それぞれ金、Ｃｕ、ニッ
ケル等を主要な成分とする部材を含むものとする。
【００１３】
　さらに、特定の数値、数量に言及したときも、特にそうでない旨明示した場合、理論的
にその数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、その特定の数
値を超える数値であってもよいし、その特定の数値未満の数値でもよい。
【００１４】
　また、実施の形態の各図中において、同一または同様の部分は同一または類似の記号ま
たは参照番号で示し、説明は原則として繰り返さない。
【００１５】
　また、本願では、複数のデバイス領域を有する半導体ウエハに集積回路を形成した後、
デバイス領域毎に個片化されたものを、半導体チップと記載する。また、半導体チップが
リードフレームや配線基板などの基材に搭載され、基材が有する端子と電気的に接続され
たものを半導体パッケージと記載する。
【００１６】
　また、本願では、半導体材料を利用した回路（集積回路）を有する電子部品の総称を半
導体装置と記載する。したがって、半導体装置には、上記した半導体チップおよび半導体
パッケージが含まれる。また、複数の半導体チップが梱包された包装体も半導体装置に含
まれる。
【００１７】
　また、添付図面においては、却って、煩雑になる場合または空隙との区別が明確である
場合には、断面であってもハッチング等を省略する場合がある。これに関連して、説明等
から明らかである場合等には、平面的に閉じた孔であっても、背景の輪郭線を省略する場
合がある。更に、断面でなくとも、空隙でないことを明示するため、あるいは領域の境界
を明示するために、ハッチングやドットパターンを付すことがある。
【００１８】
　（実施の形態）
　＜半導体パッケージ＞
　まず、本実施の形態の半導体パッケージ（半導体装置）ＰＫＧ１の概要構成について、
図１および図２を用いて説明する。本実施の形態の半導体パッケージＰＫＧ１は、配線基
板２、および配線基板２上に搭載された半導体チップ（半導体装置）ＣＰを備えている。
図１は本実施の形態の半導体パッケージ（半導体装置）の上面図である。また、図２は、
図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。なお、図１および図２では、半導体チップＣＰの
主面ＣＰｔ側に形成された複数のイメージセンサ素子（受光素子）の配置領域を見やすく
するため、イメージセンサ素子の配置領域を二点鎖線で囲み、符号ＬＳＥを付して示して
いる。
【００１９】
　図２に示すように、配線基板２は、半導体チップＣＰが搭載された上面（面、主面、第
１面、チップ搭載面）２ｔ、上面２ｔとは反対側の下面（面、主面、第２面、実装面）２
ｂ、および上面２ｔと下面２ｂの間に配置された側面２ｓを有し、図１に示すように平面
視において四角形の外形形状を成す。
【００２０】
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　配線基板２の上面２ｔには、半導体チップＣＰと電気的に接続される複数の端子（ボン
ディングリード、ボンディングフィンガ、半導体チップ接続用端子）２ＢＦが形成されて
いる。また、図２に示すように、配線基板２の下面２ｂには、半導体パッケージＰＫＧ１
の外部入出力端子である複数のランド２ＬＤが形成されている。複数の端子２ＢＦと複数
のランド２ＬＤは、配線基板２に形成された複数の配線２Ｗを介して、それぞれ電気的に
接続されている。また、図２に示す例では、複数のランド２ＬＤのそれぞれには、半田ボ
ール（半田材、外部端子、電極、外部電極）ＳＢが接続されている。半田ボールＳＢは、
半導体パッケージＰＫＧ１を図示しない実装基板に実装する際に、実装基板側の複数の端
子（図示は省略）と複数のランド２ＬＤを電気的に接続する、導電性部材である。
【００２１】
　また、半導体パッケージＰＫＧ１は、配線基板２上に搭載される半導体チップＣＰを備
えている。図２に示すように、半導体チップＣＰのそれぞれは、主面（表面、上面）ＣＰ
ｔ、主面ＣＰｔとは反対側の主面（裏面、下面）ＣＰｂ、および、主面ＣＰｔと主面ＣＰ
ｂとの間に位置する側面ＣＰｓを有し、図１に示すように平面視において配線基板２より
も平面積が小さい四角形の外形形状を成す。
【００２２】
　また、半導体チップＣＰの主面ＣＰｔには、複数のパッド（ボンディングパッド、チッ
プ電極）ＰＤが形成されており、本実施の形態では、複数のパッドＰＤが主面ＣＰｔの各
辺に沿って（側面ＣＰｓに沿って）形成されている。また、図２に示す例では、半導体チ
ップＣＰは、主面ＣＰｂが配線基板２の上面２ｔと対向配置された状態で、配線基板２上
に搭載されている。このような搭載方式は、フェイスアップ実装方式と呼ばれる。
【００２３】
　半導体チップＣＰ（詳しくは、半導体チップＣＰの基材）は、例えばシリコン（Ｓｉ）
から成る。また、主面ＣＰｔには、半導体チップＣＰの基材および配線を覆う絶縁膜が形
成されており、複数のパッドＰＤのそれぞれの表面は、この絶縁膜に形成された開口部に
おいて、絶縁膜から露出している。また、複数のパッドＰＤは、それぞれ金属からなり、
本実施の形態では、例えばアルミニウム（Ａｌ）からなる。
【００２４】
　図１および図２に示す例では、半導体チップＣＰは、主面ＣＰｔ側に形成された複数の
イメージセンサ素子（受光素子）ＬＳＥを有する、所謂、イメージセンサチップである。
イメージセンサ素子は、例えば、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor
）を用いた固体撮像素子である。半導体チップＣＰの主面ＣＰｔ側に形成された複数のイ
メージセンサ素子ＬＳＥは、主面ＣＰｔの周縁部に形成された複数のパッドＰＤと電気的
に接続されている。
【００２５】
　また、半導体チップＣＰの複数のパッドＰＤは、例えば金（Ａｕ）あるいは銅（Ｃｕ）
などの金属材料から成る複数のワイヤ（導電性部材）ＢＷを介して配線基板２の複数の端
子２ＢＦと電気的に接続されている。イメージセンサチップなどのセンサチップを有する
半導体パッケージの場合、センサ部分を視認可能な状態にする必要が生じる場合が多い。
このため、図１および図２に示す例では、フェイスアップ実装方式により半導体チップＣ
Ｐが搭載され、ワイヤＢＷを介して半導体チップＣＰと配線基板２とが電気的に接続され
る。
【００２６】
　また、ワイヤＢＷにより半導体チップＣＰと配線基板２とを電気的に接続する場合、ワ
イヤＢＷによる接続部分を保護する必要がある。このため、図１および図２に示す例では
、半導体チップＣＰおよび複数のワイヤＢＷは、可視光に対して透明なカバー部材ＣＧに
より覆われている。
【００２７】
　なお、図１および図２では、半導体チップＣＰを搭載する基材として、配線基板２を例
示的に示しているが、種々の変形例がある。例えば、半導体チップＣＰを図示しない金属
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製のリードフレームのチップ搭載部に搭載することもできる。
【００２８】
　また、図１および図２に対する変形例としてセンサチップではない半導体チップに置き
換えることができる。この場合、半導体チップが例えば黒色の樹脂に覆われていても良い
ので、半導体チップＣＰおよび複数のワイヤＢＷを樹脂で封止しても良い。また、半導体
チップの半導体素子のパッドＰＤの形成面である主面ＣＰｔ側が配線基板２の上面２ｔと
対向するように搭載される、フェイスダウン実装方式で配線基板２上に搭載されても良い
。この場合、ワイヤＢＷに代えて、複数のパッドＰＤに接合された複数の突起電極を介し
て半導体チップＣＰと配線基板２とを電気的に接続することができる。
【００２９】
　＜半導体装置の製造方法＞
　次に、図１および図２を用いて説明した半導体パッケージＰＫＧ１の製造工程について
説明する。なお、本実施の形態では、図１に示す半導体チップＣＰを製造する工程（ウエ
ハ工程）と、半導体パッケージを組み立てる工程（組立工程）と、を互いに異なる場所で
行う実施態様について説明する。この場合、ウエハ工程を実施した後、完成した半導体チ
ップを梱包し、搬送する必要がある。図３は、図１および図２を用いて説明した半導体パ
ッケージの製造工程の概要を示す説明図である。
【００３０】
　＜ウエハ工程＞
　図３に示すウエハ工程では、ウエハ準備工程として、例えばシリコン（Ｓｉ）などの半
導体材料からなる基板である、半導体ウエハＷＨ（図４参照）を準備する。図４は、図３
に示すウエハ準備工程で準備する半導体ウエハの回路形成面側の平面図である。なお、ウ
エハ準備工程で準備する半導体ウエハＷＨは、複数のデバイス領域ＤＶｐを有するが、各
デバイス領域ＤＶｐの境界に、目視可能な線が形成されていなくても良い。図４では、複
数のデバイス領域ＤＶｐが存在することを明示的にしめすため、デバイス領域ＤＶｐの境
界、すなわち、ダイシングラインＤＣｐに二点鎖線を付している。
【００３１】
　図４に示す半導体ウエハＷＨは、回路形成面ＣＦｔおよび回路形成面ＣＦｔの反対側の
裏面を有している。また、平面視において、半導体ウエハＷＨは、複数のデバイス領域Ｄ
Ｖｐ、および複数のデバイス領域ＤＶｐの間に位置するダイシングライン（スクライブ領
域）ＤＣｐを有する。
【００３２】
　また、図３に示す回路形成工程として、半導体ウエハＷＨの回路形成面ＣＦｔに複数の
半導体素子を含む回路を形成する。本工程では、複数の半導体素子、複数のパッドＰＤ（
図１参照）および複数の半導体素子と複数のパッドＰＤとを電気的に接続する複数の配線
を形成する。複数の半導体素子は、例えばトランジスタやダイオードなどの電子回路素子
であって、半導体材料に不純物を導入することにより形成される。また、上記したように
、本実施の形態では、ＣＭＯＳセンサなどのイメージセンサ素子ＬＳＥ（図１参照）を形
成する。イメージセンサ素子ＬＳＥは、複数の半導体素子により構成される。また、図１
および図２では図示を省略するが、イメージセンサ素子ＬＳＥの上方には、複数のレンズ
（マイクロレンズ）が形成されている。したがって、本実施の形態では、回路形成工程に
おいて、イメージセンサ素子ＬＳＥ、イメージセンサ素子ＬＳＥと電気的に接続される複
数の配線、および複数のパッドＰＤ（図１参照）が形成される。
【００３３】
　なお、図３に示す回路形成工程では、図４に示す半導体ウエハＷＨの回路形成面ＣＦｔ
上に配線層が積層される。図２に示す半導体チップの主面ＣＰｔは、上記のように、配線
層を積層することにより回路が形成された後の半導体ウエハＷＨの上面である。このため
、回路が形成された後の半導体ウエハＷＨの断面を示す場合には、例えば図６に示すよう
に半導体ウエハＷＨの上面を主面ＣＰｔとして示している。
【００３４】
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　また、図３に示す検査工程では、回路形成工程で半導体ウエハＷＨに形成された回路に
対して電気的試験等を行う。この電気的試験では、例えば、導通試験や回路の電気的特性
を確認する試験等を行うことができる。
【００３５】
　なお、図３では図示を省略するが、回路形成工程の後に半導体ウエハＷＨの裏面を研削
し、半導体ウエハの厚さを低減させる、裏面研削工程を行っても良い。裏面研削工程を行
う場合、回路形成工程の後で半導体ウエハＷＨを薄くできるので、回路形成工程における
半導体ウエハＷＨのハンドリングを向上させ、かつ、取得する半導体チップＣＰ（図１参
照）の厚さを薄型化できる。裏面研削工程は、図３に示す検査工程の後、かつ、ダイシン
グ工程の前に行うこともできる。ただし、裏面研削工程における回路への影響を検査する
観点からは、検査工程の前に行うことが好ましい。
【００３６】
　なお、図２に示す半導体チップＣＰの主面ＣＰｂは、裏面研削工程を行う場合には、研
削後に露出する面である。また、図２に示す半導体チップＣＰの主面ＣＰｂは、裏面研削
工程を行わない場合には、図４に示す半導体ウエハＷＨの回路形成面ＣＦｔの反対側に位
置する裏面と同一面である。したがって、図３に示すダイシング工程以降の工程において
、半導体ウエハＷＨの断面を示す場合には、例えば、後述する図６に示すように半導体ウ
エハＷＨの下面を主面ＣＰｂとして示している。
【００３７】
　次に、図３に示すダイシング工程では、図４に示すダイシングラインＤＣｐに沿って半
導体ウエハＷＨを切断し、デバイス領域ＤＶｐごとに分割された、複数の半導体チップＣ
Ｐ（図７参照）を取得する。図５は、図３に示すダイシング工程で使用する半導体ウエハ
の支持部材を示す平面図である。また、図６は、図５のＡ－Ａ線に沿った断面において、
ダイシングテープに半導体ウエハを貼り付けた状態を示す断面図である。また、図７は、
図６に示す半導体ウエハをダイシングラインに沿って切断する様子を示す拡大断面図であ
る。また、図８は、図３に示すダイシング工程後に得られるソーンウエハの平面図である
。
【００３８】
　なお、図５に示すリングＲＧは、半導体ウエハＷＨ（図６参照）の貼り付け面である粘
着面ＡＤｆ側を示している。また、上記したように、半導体ウエハＷＨは、複数のデバイ
ス領域ＤＶｐを有するが、各デバイス領域ＤＶｐの境界に、目視可能な線が形成されてい
なくても良い。図６では、複数のデバイス領域ＤＶｐが存在することを明示的にしめすた
め、デバイス領域ＤＶｐの境界、すなわち、ダイシングラインＤＣｐに点線を付している
。
【００３９】
　ダイシング工程は、図５に示すようにダイシングテープ（粘着シート）ＤＴが貼り付け
られたリングＲＧを準備するリング準備工程を有する。また、ダイシング工程は、図６に
示すように、半導体ウエハＷＨの主面ＣＰｂとリングＲＧの環内に位置するダイシングテ
ープＤＴの粘着面ＡＤｆとが対向するように、ダイシングテープＤＴ上に半導体ウエハＷ
Ｈを貼り付ける、ウエハ接着工程を有する。また、ダイシング工程は、図７に示すように
、半導体ウエハＷＨを切断することにより、複数の半導体チップＣＰに分割し、ソーンウ
エハＳＷを作成する、ソーンウエハ形成工程を有する。
【００４０】
　リング準備工程で準備するリングＲＧは、図５に示すように平面形状が環状の支持枠で
あって、図６に示すように上面ＲＧｔおよび上面ＲＧｔの反対側の下面ＲＧｂを有する。
また、リングＲＧに貼り付けられるダイシングテープＤＴは、樹脂フィルムであって、一
方の面に粘着材料を含む粘着層が形成された粘着面（接着面、上面）ＡＤｆを有する。一
方、粘着面の反対側の下面ＤＴｂの粘着性は、粘着面よりも低くなっている。
【００４１】
　ダイシングテープＤＴの粘着面ＡＤｆに半導体ウエハＷＨやリングＲＧを密着させると
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、粘着面ＡＤｆの粘着力によって、半導体ウエハＷＨやリングＲＧが接着される。図６に
示す例では、ダイシングテープＤＴの粘着面ＡＤｆはリングＲＧの下面ＲＧｂに貼り付け
られている。
【００４２】
　また、ダイシングテープＤＴの基材は樹脂フィルムなので、力を加えることにより、基
材がある程度伸縮する。このため、リングＲＧの下面ＲＧｂにダイシングテープＤＴを貼
り付ける際に、ダイシングテープＤＴを引っ張りながら貼り付けて、半導体ウエハＷＨと
の対向面に、弛みや皺が形成されないようにすることが好ましい。
【００４３】
　また、粘着面ＡＤｆに配置される粘着材料は、例えば紫外線硬化性の樹脂を含む。この
ため、ダイシングテープＤＴに貼り付いた半導体チップＣＰ（図７参照）をピックアップ
する時には、ダイシングテープＤＴに紫外線を照射した後、半導体チップＣＰをピックア
ップする。これにより、半導体チップＣＰとダイシングテープＤＴとを容易に剥離させる
ことができる。
【００４４】
　次に、ウエハ接着工程では、図６に示すように、半導体ウエハＷＨの主面ＣＰｂとダイ
シングテープＤＴの粘着面ＡＤｆとを接着し、半導体ウエハＷＨを、ダイシングテープＤ
Ｔを介してリングＲＧに固定する。図６に示すように、半導体ウエハＷＨの主面ＣＰｂ側
をダイシングテープＤＴに貼り付けた場合、回路形成面側の主面ＣＰｔは、露出する。
【００４５】
　次に、ソーンウエハ形成工程では、図７に示すように、ダイシングラインＤＣｐに沿っ
て半導体ウエハＷＨを切断する。例えば図７に示す例では、切削加工治具であるブレード
（ダイシングブレード）ＤＢを用いてダイシングラインＤＣｐを切削加工することで、デ
バイス領域ＤＶｐごとに半導体ウエハＷＨを分割する。ブレードＤＢは、円盤形状の板状
部材であって、円盤の周縁部に、砥粒が形成されている。この円盤状のブレードＤＢを円
盤の円周方向に回転させながら、ダイシングラインＤＣｐに沿って移動させると、半導体
ウエハＷＨが切断される。この時、半導体ウエハＷＨはダイシングテープＤＴに貼り付け
られているので、半導体ウエハＷＨを固定した状態で、切削加工を施すことができる。ま
た、切断後の半導体チップＣＰの主面ＣＰｂは、それぞれダイシングテープＤＴに貼り付
いているので、ダイシング後の半導体チップＣＰが周囲に飛び散ることを防止できる。
【００４６】
　また、半導体ウエハＷＨを分割した後は、洗浄工程を行って、切削屑を除去する。この
洗浄工程では、半導体ウエハＷＨの構成部分のうち、半導体チップＣＰ以外の部分（例え
ば周縁部の端材など）を切削屑とともに取り除いても良い。この場合、例えば、取り除く
部分に選択的に紫外線を照射する。これにより半導体チップＣＰはダイシングテープＤＴ
から剥離せず、かつ、除去対象の端材を選択的にダイシングテープＤＴから剥離させるこ
とができる。
【００４７】
　以上の各工程により、図８に示すソーンウエハ（半導体装置）ＳＷが作成される。図８
に示すソーンウエハＳＷは、複数の半導体チップＣＰがダイシングテープＤＴに貼り付い
た状態でリングＲＧに保持される、リング付切断済半導体ウエハである。
【００４８】
　次に、図３に示すケース準備工程では、図９に示すように、ソーンウエハＳＷを収納す
る梱包ケースＳＰを準備する。図９は、図８に示すソーンウエハを梱包ケースに収容する
様子を示す組立斜視図である。また、図１０は、図９に示す梱包ケースの蓋部を上方から
視た平面図である。また、図１１は、図９に示す梱包ケースの本体部を上方から視た平面
図である。また、図１２は、図１０および図１１のＡ－Ａ線に沿った断面において、梱包
ケースにソーンウエハが梱包された状態を示す断面図である。また、図１３は、図１０お
よび図１１のＢ－Ｂ線に沿った断面において、梱包ケースにソーンウエハが梱包された状
態を示す断面図である。
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【００４９】
　なお、図１０および図１１では、梱包ケースＳＰとソーンウエハＳＷの平面的な位置関
係を示すため、図１０では蓋部ＳＰ１に覆われるソーンウエハＳＷを点線で示し、図１１
では本体部ＳＰ２のうち、ソーンウエハＳＷに覆われる部分を点線で示す。また、図１２
および図１３では、梱包ケースＳＰの内部空間と外部空間との間で、気体ＧＳ１、ＧＳ２
を通気可能にするための通気経路を二点鎖線で模式的に示す。
【００５０】
　また、図３に示すケース収納工程では、梱包ケースＳＰにソーンウエハＳＷを収容する
。梱包ケースＳＰは、図９に示すように蓋部（第１ケース部）ＳＰ１と本体部（第２ケー
ス部）ＳＰ２との間に、ソーンウエハＳＷを挟んで収容する、ソーンウエハ搬送用の収納
容器である。
【００５１】
　ここで、ソーンウエハを搬送する途中で、半導体チップＣＰ（図８参照）が損傷するこ
とを防止する観点から、ケース内で半導体チップＣＰが動かないように固定することが好
ましい。ソーンウエハＳＷの複数の半導体チップＣＰは、上記したように、ダイシングテ
ープＤＴ（図８参照）を介してリングＲＧ（図８参照）に支持されている。したがって、
リングＲＧを固定すれば、半導体チップＣＰが搬送中に動いてしまうことを防止できる。
【００５２】
　本実施の形態では、図１１に示すように本体部ＳＰ２は、ソーンウエハＳＷを収容する
凹部ＤＭ２、および凹部ＤＭ２に形成された複数の支持部ＳＴＧ１を備える。ソーンウエ
ハＳＷは、本体部ＳＰ２に形成された凹部ＤＭ２に収容される。また、支持部ＳＴＧ１は
、凹部ＤＭ２の底面に対して上方に盛り上がった部分（盛り上がり部）である。ソーンウ
エハＳＷを凹部ＤＭ２内に配置すると、図６に示すリングＲＧの下面ＲＧｂに貼り付けら
れたダイシングテープＤＴの下面ＤＴｂ、すなわち、ソーンウエハＳＷの下面ＳＷｂの周
縁部は、支持部ＳＴＧ１と接触する。言い換えれば、支持部ＳＴＧ１は、ソーンウエハＳ
Ｗの一部と接触して支持する支持面を有する。
【００５３】
　一方、図１２に示すように、蓋部ＳＰ１は複数の半導体チップＣＰを覆う凹部ＤＭ１、
および凹部ＤＭ１の外側において、ソーンウエハＳＷのリングＲＧの上面ＲＧｔを押さえ
るリング押さえ部ＨＤＲ１を有する。リング押さえ部ＨＤＲ１は、リングＲＧの上面ＲＧ
ｔと接触する位置に形成され、リングＲＧを上面ＲＧｔ側から押圧することによりリング
ＲＧを固定する。
【００５４】
　また、梱包ケースＳＰは、蓋部ＳＰ１と本体部ＳＰ２とを重ねあわせることで、内部に
形成された空間の気密性を向上させることができる。詳しくは後述するが、蓋部ＳＰ１と
本体部ＳＰ２との間に形成される内部空間と梱包ケースＳＰの外部空間との間での気体の
出入りは、意図的に形成された複数の通気経路を介しての出入りが主要経路になる。この
ように、梱包ケースＳＰの気密性を向上させることで、梱包ケースＳＰ内に異物が侵入す
ることを抑制できる。このため、異物により半導体チップＣＰが汚染されることを抑制で
きる。
【００５５】
　また、梱包ケースＳＰが、ソーンウエハＳＷを収容する前に、予め清浄な状態になるよ
うに、洗浄などの作業を行っても良い。これにより、梱包ケースＳＰ内に収容された複数
の半導体チップＣＰに異物が付着する可能性を低減できる。
【００５６】
　ところで、本実施の形態に対する変形例として、梱包ケースＳＰ内に複数枚のソーンウ
エハＳＷを積層して収容する実施態様も可能である。ただしこの場合、積層したソーンウ
エハＳＷ同士が接触することを避ける観点から、ソーンウエハＳＷの間に緩衝機能を備え
るスペーサ部材を配置する必要がある。また、一つの梱包ケースＳＰ内に収容される部品
点数が増加すれば、部品同士の接触により異物が発生する懸念が増大する。したがって、
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異物の発生を抑制する観点からは、本実施の形態のように一つの梱包ケースＳＰに一枚の
ソーンウエハＳＷを収容する実施態様が特に好ましい。
【００５７】
　また、本実施の形態のように一つの梱包ケースＳＰに一枚のソーンウエハＳＷを収容す
る場合、ソーンウエハＳＷ一枚を梱包する包装体の体積が増加する。したがって、例えば
図１４に示すように、複数の梱包ケースＳＰを勘合させて積み重ねることが可能な構造に
すれば、多数のソーンウエハＳＷを搬送する場合でも搬送対象物の体積を低減できる点で
好ましい。
【００５８】
　次に、図３に示す真空包装工程では、図１４に示すようにソーンウエハＳＷが収容され
た梱包ケースＳＰを梱包袋に収納し、梱包袋ＳＢＧ内の気体ＧＳ１を吸気することにより
、梱包ケースＳＰ内を減圧する。図１４は、図３に示す真空包装工程で、梱包されたソー
ンウエハを真空包装する様子を模式的に示す説明図である。なお、図１４では、気体ＧＳ
１の流れ方向に矢印を付して模式的に示す。
【００５９】
　本工程では、梱包ケースＳＰが収容された梱包袋ＳＢＧ内が真空引きされた状態で梱包
袋ＳＢＧをシールする、所謂、真空包装を行う。なお、上記した「真空」の状態とは、気
密空間中の大気を排出することにより減圧された状態の意味であって、気体が存在しない
絶対真空の状態には限定されない。
【００６０】
　真空包装工程は、図１４に模式的に示すように、例えば、内部を減圧状態にすることが
できる減圧容器である真空チャンバＶＣ内に、梱包ケースＳＰが収容された梱包袋ＳＢＧ
を配置して行う。真空チャンバＶＣには、真空ポンプＶＰが接続されており、チャンバＶ
Ｃ内の空間の気体ＧＳ１を強制的に外部に排出することができる。また、真空チャンバＶ
Ｃには、例えば熱により梱包袋ＳＢＧの一部を溶融させてシールする、シール装置ＨＳが
設けられる。真空包装工程では、真空チャンバＶＣ内で梱包袋ＳＢＧおよび梱包ケースＳ
Ｐの内部が真空引きされた状態で、梱包袋ＳＢＧをシールして、梱包袋ＳＢＧの内部を密
封する。
【００６１】
　図１４に示すように、強制的に、気体ＧＳ１を排出する方式の場合、梱包ケースＳＰの
内部空間と外部空間の間に隙間が生じていれば、内部の気体を排出することができる。ま
た、本実施の形態の場合、図１２に示すように、梱包ケースＳＰには、梱包ケースＳＰの
内部空間と外部空間の間を接続する通気経路が形成されている。この場合、梱包ケースＳ
Ｐの内部の気体ＧＳ１を排出する時間を短縮することができる。また、梱包ケースＳＰの
内部の気体ＧＳ１を排出する際に気体ＧＳ１の流れを制御し易くなるので、梱包ケースＳ
Ｐの内部空間における気圧のバランスを制御し易くなる。
【００６２】
　次に、図３に示す包装体搬出工程（出荷工程ともいう）では、図１４に示す包装袋ＳＢ
Ｇを密封することにより得られる包装体ＳＷｐｋｇを搬出する。包装体ＳＷｐｋｇ内のソ
ーンウエハＳＷは、真空包装された状態で梱包ケースＳＰ内に固定されているので、搬送
中に半導体チップＣＰ（図１２）が損傷すること、あるいは酸化によって特性が劣化する
ことを抑制できる。このような搬送方法を利用すれば、例えば、半導体チップＣＰを製造
する工程（ウエハ工程）と、半導体パッケージを組み立てる工程（組立工程）と、を互い
に異なる場所で行うことができる。
【００６３】
　なお、例えば、ウエハ工程と、組立工程を異なる事業者が行う場合、図１４に示す包装
体ＳＷｐｋｇは、複数の半導体チップＣＰ（図１２参照）が真空包装された、半導体装置
の製品と見做すこともできる。
【００６４】
　＜組立工程＞
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　次に、図３に示す組立工程について説明する。図１５は、図３に示す包装開封工程で、
梱包袋の密封状態を開封する様子を模式的に示す説明図である。また、図１６は、図１０
に示す梱包ケースが有する通気経路を模式的に示す平面図である。また、図１７は、図１
１に示す梱包ケースが有する通気経路を模式的に示す平面図である。
【００６５】
　図３に示す基材準備工程では、図１２に示す半導体チップＣＰが搭載される基材を搭載
する。本実施の形態では、図１および図２に示す配線基板２を基材として準備する。なお
、本実施の形態では、説明を単純化するために、図１および図２に示す配線基板２に半導
体チップＣＰを搭載する実施態様について説明する。しかし、変形例としては、配線基板
２に相当する複数の製品形成領域を備える、所謂多数個取り基板を準備して、複数の半導
体装置を一括して組立てた後、製品形成領域毎に個片化する方法もある。この場合、組立
工程を効率化することができる。
【００６６】
　また、図３に示す包装体受入工程では、図１４に示す包装体ＳＷｐｋｇを受け入れる。
次に、図３に示す包装開封工程では、図１４に示す包装体ＳＷｐｋｇの密封状態を開封し
て、梱包ケースＳＰからソーンウエハＳＷを取り出す。
【００６７】
　包装開封工程には、梱包袋ＳＢＧの密封状態を開封することにより、梱包ケースＳＰ内
の圧力を上昇させる工程、および、梱包ケースＳＰからソーンウエハＳＷを取り出す工程
が含まれる。図１５に示す例では、清浄度が管理されたクリーンルームＣＲ内で、梱包袋
ＳＢＧの一部が切断される。これにより、梱包袋ＳＢＧの密封状態が開封され、クリーン
ルームＣＲ内の気体（例えば大気）ＧＳ２が梱包袋ＳＢＧ内に流入する。また、梱包ケー
スＳＰは、完全に密封された状態ではないので、梱包袋ＳＢＧ内に流入した気体ＧＳ２は
、梱包ケースＳＰの内部に侵入し、梱包ケースＳＰ内の圧力が上昇する。
【００６８】
　ここで、本願発明者が検討した所、ソーンウエハＳＷの梱包ケースＳＰの構造によって
は、包装開封工程において、梱包ケースＳＰ内でソーンウエハＳＷの個々の半導体チップ
ＣＰが損傷する懸念があることが判った。
【００６９】
　例えば、図２０に示す検討例の梱包ケースＳＰｈ１の場合、蓋部ＳＰ１に形成されたリ
ング押さえ部ＨＤＲｈが、複数の半導体チップＣＰの周囲を連続的に囲むように形成され
ている点で、図１０に示す本実施の形態の梱包ケースＳＰと相違する。また、梱包ケース
ＳＰｈ１は、凹部ＤＭ１とソーンウエハＳＷの上面ＳＷｔにより形成される空間ＳＰＣ１
と梱包ケースＳＰｈ１の外部空間を接続する通気経路が形成されていない点で、図１０に
示す本実施の形態の梱包ケースＳＰと相違する。図２０に示す変形例の場合、リング押さ
え部ＨＤＲｈと、リングＲＧの上面ＲＧｔとが全周に亘って連続的に接触する。このため
、凹部ＤＭ１とソーンウエハＳＷの上面ＳＷｔにより形成される空間ＳＰＣ１は、気密空
間になり、外部空間との間での気体の出入りが行い難い状態になる。
【００７０】
　上記した真空包装工程において、空間ＳＰＣ１の内部圧力が常圧状態（例えば、１０１
．３２５ｋＰａ）から減圧状態に移行する際には、空間ＳＰＣ１内の気体は僅かな隙間か
らでも排出され易い。このため、リング押さえ部ＨＤＲｈが、複数の半導体チップＣＰの
周囲を連続的に囲むように形成されていても、空間ＳＰＣ１を減圧状態にすることは可能
である。
【００７１】
　しかし、包装開封工程において、空間ＳＰＣ１の内部圧力が減圧状態から常圧状態に移
行する際には、空間ＳＰＣ１の内圧と外部空間との圧力差に起因する外力により、蓋部Ｓ
Ｐ１のリング押さえ部ＨＤＲｈがリングＲＧに押し付けられる。このため、リング押さえ
部ＨＤＲｈが、複数の半導体チップＣＰの周囲を連続的に囲むように形成されている場合
、空間ＳＰＣ１に気体が流入する経路が形成され難い。
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【００７２】
　また、梱包ケースＳＰｈ１の本体部ＳＰ２には、凹部ＤＭ２が形成され、凹部ＤＭ２と
ソーンウエハＳＷの下面ＳＷｂにより空間ＳＰＣ２が形成される。また、本体部ＳＰ２に
は、凹部ＤＭ２に連通し、外部と梱包ケースＳＰ内の気体ＧＳ２（例えば空気）を通気可
能にする（出し入れ可能にする）通気経路ＶＴＲ２が形成されている。
【００７３】
　このため、上記した真空包装工程では、空間ＳＰＣ２内の気体ＧＳ１は、通気経路ＶＴ
Ｒ２を介して梱包ケースＳＰｈ１の外部に排出される。一方、包装開封工程では、梱包ケ
ースＳＰｈ１の外部空間の気体ＧＳ２が通気経路ＶＴＲ２を介して空間ＳＰＣ２内に流入
する。
【００７４】
　このように空間ＳＰＣ１には気体ＧＳ２が流入し難く、かつ、空間ＳＰＣ２には気体Ｇ
Ｓ２が流入し易い場合、空間ＳＰＣ２の内部圧力が空間ＳＰＣ１の内部圧力よりも大きく
なる。この時、ソーンウエハＳＷの複数の半導体チップＣＰに貼り付けられたダイシング
テープＤＴは樹脂テープなので、空間ＳＰＣ１と空間ＳＰＣ２との圧力差が大きくなると
、圧力差に起因した外力に押されて変形する。例えば、図２０に示すように、空間ＳＰＣ
２の内部圧力が相対的に大きくなると、ダイシングテープＤＴは、複数の半導体チップＣ
Ｐを上方に押し上げるように変形する。そして、ダイシングテープＤＴの変形の程度によ
っては、図２０に示すように、半導体チップＣＰの主面ＣＰｔが蓋部ＳＰ１ｈ１の凹部Ｄ
Ｍ１の内面に接触する場合がある。
【００７５】
　上記したように、半導体チップＣＰの主面ＣＰｔは、回路形成面側に配置される面であ
り、主面ＣＰｔが他の部材と接触すると、半導体チップＣＰに形成された回路が損傷する
懸念がある。特に、本実施の形態の半導体チップＣＰのように、主面ＣＰｔ側に形成され
た複数のイメージセンサ素子（受光素子）を有する、所謂、イメージセンサチップの場合
、主面ＣＰｔが損傷すると、受光機能の低下の原因になる。
【００７６】
　また、図２０に示す梱包ケースＳＰｈ１とは別の検討例として、凹部ＤＭ２に連通する
通気経路ＶＴＲ２を形成しなかった場合には、空間ＳＰＣ１および空間ＳＰＣ２の両方が
気密状態になるので、ダイシングテープＤＴの変形は抑制できる。しかし、この場合、空
間ＳＰＣ１および空間ＳＰＣ２の両方に気体ＧＳ２が流入し難くなり、梱包ケースの内部
が減圧状態で維持されるので、蓋部ＳＰ１と本体部ＳＰ２を引き剥がすことが困難になる
。
【００７７】
　ここで、本実施の形態の梱包ケースＳＰは、図１６に示すように、蓋部ＳＰ１の凹部Ｄ
Ｍ１に連通する、通気経路ＶＴＲ１を有する。図１３に示すように通気経路ＶＴＲ１は、
ソーンウエハＳＷの上面ＳＷｔおよび下面ＳＷｂのうち、複数の半導体チップＣＰが保持
される上面ＳＷｔ側の空間ＳＰＣ１と外部空間とを接続する。つまり、梱包ケースＳＰの
蓋部ＳＰ１の凹部ＤＭ１内の空間ＳＰＣ１は、通気経路ＶＴＲ１を介して、梱包ケースＳ
Ｐの外部空間との間で気体ＧＳ２を通気することが可能である。
【００７８】
　図１３および図１６に示す例では、通気経路ＶＴＲ１は、空間ＳＰＣ２（図１３参照）
と外部空間を連通する通気経路ＶＴＲ２と接続されている。包装開封工程では、梱包ケー
スＳＰの外部空間の気体ＧＳ２は、通気経路ＶＴＲ２および通気経路ＶＴＲ１を通って蓋
部ＳＰ１の凹部ＤＭ１内の空間ＳＰＣ１に供給される。また、包装開封工程では、梱包ケ
ースＳＰの外部空間の気体ＧＳ２は、通気経路ＶＴＲ２を通って図１３に示す本体部ＳＰ
２の凹部ＤＭ２内の空間ＳＰＣ２に供給される。
【００７９】
　本実施の形態のように、蓋部ＳＰ１の凹部ＤＭ１に連通する通気経路ＶＴＲ１を介して
、梱包ケースＳＰの外部と凹部ＤＭ１内の空間ＳＰＣ１とを接続することで、包装開封工
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程において、空間ＳＰＣ１内に安定的に気体ＧＳ２を供給することができる。このため、
図１３に示す空間ＳＰＣ１と空間ＳＰＣ２の間で圧力差が生じることを抑制し、圧力差に
起因するダイシングテープＤＴの変形を抑制することができる。この結果、ダイシングテ
ープＤＴに貼り付けられた複数の半導体チップＣＰが蓋部ＳＰ１と接触して損傷すること
を抑制できる。
【００８０】
　また、本実施の形態に対する変形例として、通気経路ＶＴＲ１と通気経路ＶＴＲ２とを
互いに接続せず、それぞれ独立して形成することができる。ただし、空間ＳＰＣ１と空間
ＳＰＣ２との圧力差を低減する観点からは、本実施の形態のように、通気経路ＶＴＲ１と
通気経路ＶＴＲ２とを互いに接続することが好ましい。通気経路ＶＴＲ１と通気経路ＶＴ
Ｒ２とを互いに接続すれば、空間ＳＰＣ１および空間ＳＰＣ２のうち、いずれか一方の圧
力が上昇すると、他方への気体ＧＳ２の流入量が増加するので、圧力差を低減できる。
【００８１】
　また、図１６に示すように、本実施の形態の梱包ケースＳＰの蓋部ＳＰ１は、凹部ＤＭ
１の外側において、ソーンウエハＳＷのリングＲＧを押圧してリングＲＧを固定するリン
グ押さえ部ＨＤＲ１を有する。また、平面視において、通気経路ＶＴＲ１は、リングＲＧ
の内側の空間とリングＲＧの外側の空間とを連通する。つまり、通気経路ＶＴＲ１は、凹
部ＤＭ１に覆われた複数の半導体チップＣＰ上には形成されず、複数の半導体チップＣＰ
の周囲に形成されている。このような構造の場合、包装開封工程において、図１６に示す
ように外部空間から気体ＧＳ２が空間ＳＰＣ１に流入する際に、半導体チップＣＰに気体
ＧＳ２が直接的に吹き付けられることを防止できる。このため、半導体チップＣＰに異物
が付着することを抑制できる。
【００８２】
　また、図１６に示すように、本実施の形態の梱包ケースＳＰは、凹部ＤＭ１の周囲に複
数の通気経路ＶＴＲ１を有している。この場合、通気経路ＶＴＲ１の断面積を増大させる
ことができるので、通気経路ＶＴＲ１を通過する気体ＧＳ２の流速を低下させることがで
きる。これにより、気体ＧＳ２により異物が半導体チップＣＰまで搬送される可能性をさ
らに低減できる。
【００８３】
　また、図１６に示すように、本実施の形態の梱包ケースＳＰは、凹部ＤＭ１の周囲に複
数のリング押さえ部ＨＤＲ１が形成されている。このように、凹部ＤＭ１の周囲において
複数箇所でリングＲＧを押さえることにより、リングＲＧの固定強度を向上させることが
できる。そしてリングＲＧを固定する強度を向上させれば、搬送中にリングＲＧが動いて
半導体チップＣＰが損傷することを抑制できる。
【００８４】
　また、図１６に示す例では、平面視において、通気経路ＶＴＲ１は、リング押さえ部Ｈ
ＤＲ１の一部を貫通するように、凹部ＤＭ１内の空間とリング押さえ部ＨＤＲ１の外側の
空間とを連通する。つまり、通気経路ＶＴＲ１と厚さ方向に重なる位置では、図１３に示
すようにリングＲＧの上面ＲＧｔが蓋部ＳＰ１と接触しない。言い換えれば、通気経路Ｖ
ＴＲ１の部分では、蓋部ＳＰ１を構成する部材は、通気経路ＶＴＲ１を覆うようにドーム
状に形成されている。更に言い換えれば、リング押さえ部ＨＤＲ１のリングＲＧと接触す
る部分に形成された凹部が第１通気経路ＶＴＲ１となっている。このように通気経路ＶＴ
Ｒ１をドーム状に形成する場合、蓋部ＳＰ１を製造する際に、成形金型により容易に形成
することができる。
【００８５】
　また、本実施の形態に対する変形例としては、図１２に示す本体部ＳＰ２に凹部ＤＭ２
を形成しない実施態様も考えられる。この場合、ソーンウエハＳＷの下面ＳＷｂ、すなわ
ち、ダイシングテープＤＴの下面ＤＴｂの全体が、本体部ＳＰ２と接触する構造になる。
ただし、本体部ＳＰ２に凹部ＤＭ２を形成しない場合、真空包装によって、ソーンウエハ
ＳＷと本体部ＳＰ２とが密着し、引き剥がし難くなる場合がある。したがって、ソーンウ
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エハＳＷと本体部ＳＰ２を引き剥がし易くする観点からは、本実施の形態のように、本体
部ＳＰ２には、ソーンウエハＳＷの下面ＳＷｂ側を覆う凹部ＤＭ２が形成されていること
が好ましい。
【００８６】
　また、本体部ＳＰ２とソーンウエハＳＷとの剥離性を向上させる観点から、本体部ＳＰ
２には、凹部ＤＭ２に連通し、梱包ケースＳＰの外部空間と空間ＳＰＣ２との間で気体の
通気を可能にする通気経路ＶＴＲ２が形成されていることが好ましい。なお、凹部ＤＭ２
内にソーンウエハＳＷを収容する場合、凹部ＤＭ２の内側の寸法と、ソーンウエハＳＷの
外形寸法を完全に一致させることは難しい。このため、ソーンウエハＳＷのリングＲＧの
外縁部と凹部ＤＭ２の壁面との間には隙間が生じる。凹部ＤＭ２に連通する通気経路ＶＴ
Ｒ２は、この隙間を利用しても良い。
【００８７】
　ただし、凹部ＤＭ２に流入する気体ＧＳ２の流量を制御する観点からは、上記隙間以外
に通気経路ＶＴＲ２を形成することが好ましい。例えば、本実施の形態では、図１７に示
すように、凹部ＤＭ２には、ソーンウエハＳＷの下面ＳＷｂ（図１３参照）を支持する複
数の支持部ＳＴＧ１が形成され、ソーンウエハＳＷは、支持部ＳＴＧ１上に形成されてい
る。したがって、複数の支持部ＳＴＧ１のうち、隣り合う支持部ＳＴＧ１の間には、気体
ＧＳ２の通気が可能な空間が形成される。本実施の形態では、この複数の支持部ＳＴＧ１
の間の空間を通気経路ＶＴＲ２として利用する。
【００８８】
　また、図１３に示すように、本実施の形態では、梱包ケースＳＰの外部空間と凹部ＤＭ
１内の空間ＳＰＣ１とを接続する通気経路中に、通気経路の断面積が局所的に大きくなる
空間ＳＰＣ３が設けられている。本実施の形態の例では、図１７に示すように平面視にお
いて四角形を成す本体部ＳＰ２の四つの角部には、凹部ＤＭ２よりも更に深く窪んだ凹部
ＤＭ３がそれぞれ形成されている。図１３に示すように、凹部ＤＭ３と蓋部ＳＰ１に囲ま
れた空間ＳＰＣ３では、通気経路ＶＴＲ１の他の部分と比較して、通気経路の断面積が相
対的に大きくなっている。
【００８９】
　このように、通気経路中に、通気経路の断面積が局所的に大きくなる空間ＳＰＣ３が設
けられている場合、空間ＳＰＣ３では気体ＧＳ２の流速が遅くなる。このため、包装開封
工程において、空間ＳＰＣ１に向かって気体ＧＳ２を流入させる場合、気体ＧＳ２に異物
が含まれていた場合でも、空間ＳＰＣ３を通過させることにより、異物を空間ＳＰＣ３内
に落下させることができる。つまり、通気経路中に、通気経路の断面積が局所的に大きく
なる空間ＳＰＣ３が設けられていることにより、空間ＳＰＣ１への異物の流入を抑制する
ことができる。
【００９０】
　また、複数の半導体チップＣＰが保持される空間ＳＰＣ１への気体ＧＳ２の流入速度を
低減する観点からは、図１２に示す空間ＳＰＣ１の容積を空間ＳＰＣ２の容積よりも小さ
くすることが好ましい。
【００９１】
　また、図１２および図１３に示すように、本体部ＳＰ２の凹部ＤＭ２には、複数の半導
体チップＣＰの厚さ方向において、ダイシングテープＤＴに貼り付けられた複数の半導体
チップＣＰと重なる位置に、支持部ＳＴＧ２が形成されている。支持部ＳＴＧ２は、凹部
ＤＭ２の底面に対して上方に盛り上がった部分（盛り上がり部）である。また、支持部Ｓ
ＴＧ２の上面の高さは、図１３に示す複数の支持部ＳＴＧ１の支持面の高さと同じ高さに
なっており、ダイシングテープＤＴの下面ＤＴｂは、支持部ＳＴＧ２の上面と接触する。
言い換えれば、支持部ＳＴＧ２は、ソーンウエハＳＷのうち、複数の半導体チップＣＰが
貼りついている領域のダイシングテープＤＴの下面ＤＴｂと接触して支持する支持面を有
する。
【００９２】
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　このように、複数の半導体チップＣＰの下方に支持部ＳＴＧ２を設けることにより、仮
に、空間ＳＰＣ１の圧力が空間ＳＰＣ２の圧力よりも大きくなった場合でも、ダイシング
テープＤＴが下方に変形することを抑制できる。
【００９３】
　半導体チップＣＰは、ソーンウエハＳＷの上面ＳＷｔ側に保持されているので、ダイシ
ングテープＤＴが下方に向かって変形しても半導体チップＣＰは梱包ケースＳＰには接触
し難い。しかし、ダイシングテープＤＴが下方に向かって変形する際に、半導体チップＣ
ＰがダイシングテープＤＴから剥離してしまうことを抑制する観点からは、ダイシングテ
ープＤＴが下方に向かって変形することを抑制することが好ましい。
【００９４】
　図３に示す包装開封工程が終わると、梱包ケースＳＰから取り出されたソーンウエハＳ
Ｗは、図３に示すダイボンド工程を行う場所に搬送される。ダイボンド工程では、図２に
示すように、半導体チップＣＰを基材である配線基板２のチップ搭載面に搭載する。この
時、図８に示すソーンウエハＳＷのダイシングテープＤＴに例えば紫外線を照射すること
で、ダイシングテープＤＴの粘着層に含まれる、紫外線硬化性樹脂成分を硬化させる。こ
れにより、半導体チップＣＰをダイシングテープＤＴから容易にピックアップすることが
可能になる。
【００９５】
　また、図２に示す例では、半導体チップＣＰは、主面ＣＰｂが配線基板２の上面２ｔと
対向配置された状態で、配線基板２上に搭載される。このような搭載方式は、フェイスア
ップ実装方式と呼ばれる。なお、図２では、基材の例として配線基板２を挙げているので
、本工程では、配線基板２に半導体チップＣＰを搭載するが、基材には種々の変形性があ
る。例えば、ダイパッド（チップ搭載部）およびダイパッドと離間して設けられた複数の
リードを有するリードフレームを基材として利用する場合、本工程では、チップ搭載部で
あるダイパッドに半導体チップＣＰを搭載することになる。
【００９６】
　次に、ワイヤボンド工程では、図２に示すように、複数のワイヤＢＷを介して半導体チ
ップＣＰと配線基板２とを電気的に接続する。図２に示す例ではワイヤＢＷの一方の端部
を半導体チップＣＰのパッドＰＤに接合した後、ワイヤＢＷの他方の端部を、配線基板２
の端子２ＢＦに接合する。
【００９７】
　次に、カバー搭載工程では、図２に示すように、半導体チップＣＰおよび複数のワイヤ
ＢＷを覆うカバー部材ＣＧを配線基板２上に搭載し、複数のワイヤＢＷを保護する。なお
、本実施の形態では、半導体チップＣＰの用途の都合上、半導体チップＣＰに光を照射す
る必要があるので、カバー部材ＣＧを搭載する例を示している。しかし、半導体チップＣ
Ｐが樹脂で覆われていても良い場合には、半導体チップＣＰおよび複数のワイヤＢＷを樹
脂で封止しても良い。
【００９８】
　次にボール搭載工程では、図２に示すように、配線基板２の実装面である下面２ｂ側に
、複数の半田ボールＳＢを取り付ける。本工程では、配線基板２の上下を反転させて、配
線基板２の下面２ｂに形成されたランド２ＬＤの露出面に半田ボールＳＢを配置する。そ
して、配線基板２に対してリフロー処理（加熱して半田成分を溶融接合させた後、冷却す
る処理）を施すことにより半田ボールＳＢが取り付けられる。
【００９９】
　以上の各工程により、図１および図２を用いて説明した半導体パッケージＰＫＧ１が得
られる。その後、外観検査や電気的試験など、必要な検査を行い、出荷、あるいは、図示
しない実装基板に実装する。
【０１００】
　なお、上記した包装開封工程で説明した課題は、真空包装された梱包袋ＳＢＧを開封す
ることにより顕在化する課題である。ただし、ソーンウエハＳＷを真空包装した包装体は
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、これを開封した後で半導体チップＣＰを利用することを前提として真空包装するもので
ある。したがって、上記ウエハ工程で説明した真空包装を行った段階で、潜在的な課題が
生じるものである。言い換えれば、本実施の形態によれば、ウエハ工程において、潜在的
な課題が解決された状態で真空包装が行われる。
【０１０１】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。上記実施の形態の説明中にも種々の変形例について説明
したが、以下では、上記以外の代表的な変形例について説明する。
【０１０２】
　＜変形例１＞
　例えば、上記実施の形態では、半導体チップの例として、平面視において、主面ＣＰｔ
側にイメージセンサ素子ＬＳＥが形成された半導体チップＣＰを例示的に取り上げた。イ
メージセンサ素子ＬＳＥが形成されている場合、イメージセンサ素子ＬＳＥが損傷すると
、半導体チップＣＰの特性低下の原因になるので、特に上記実施の形態で説明した方法が
有効である。しかし、主面ＣＰｔ側にイメージセンサ素子ＬＳＥなどが形成されていない
半導体チップに適用しても良い。例えば、半導体チップの主面ＣＰｔが保護膜に覆われて
いる場合でも、図１に示す複数のパッドＰＤは保護膜から露出させる必要がある。この場
合、パッドＰＤが損傷すると、半導体チップの電気的特性が低下する原因になる。
【０１０３】
　＜変形例２＞
　また、上記実施の形態では、図１２に示すようにリング押さえ部ＨＤＲ１のリングＲＧ
と接触する面、すなわち、リング押さえ面ＨＤＲ１ｂが平坦な面となっている実施態様に
ついて説明した。しかし、変形例として、図１８に示すリング押さえ部ＨＤＲ３のリング
押さえ面ＨＤＲ３ｂのように複数の突起部ＢＰを有する凹凸面であっても良い。リング押
さえ部ＨＤＲ３のように複数の突起部ＢＰをリングＲＧの上面ＲＧｔと接触させてリング
ＲＧを押さえる構造の場合、隣り合う突起部ＢＰの間の隙間が、凹部ＤＭ１に連通する通
気経路として機能する。この場合、図１０に示すような通気経路ＶＴＲ１を設けられてい
ない場合でも、包装開封工程において、空間ＳＰＣ１内に気体ＧＳ２を流入させることが
できる。
【０１０４】
　ただし、複数の突起部ＢＰをリングＲＧと接触させる構造の場合、リングＲＧと突起部
ＢＰの摩擦により発塵の可能性がある。したがって、発塵を抑制する観点からは、図１２
に示すリング押さえ部ＨＤＲ１のリング押さえ面ＨＤＲ１ｂのように平坦面であることが
好ましい。
【０１０５】
　＜変形例３＞
　また、上記実施の形態では、複数の半導体チップＣＰの主面ＣＰｔが露出した状態でソ
ーンウエハＳＷを梱包ケースＳＰ内に収容する実施態様について説明した。しかし、図１
９に示す変形例のように、複数の半導体チップＣＰの主面ＣＰｔを覆う保護テープＭＴを
ソーンウエハＳＷの上面ＳＷｔ側に貼り付けても良い。この場合、複数の半導体チップＣ
Ｐの主面ＣＰｔが保護テープＭＴにより覆われるので、さらに損傷し難くなる。
【０１０６】
　図１９に示すように、ソーンウエハＳＷの上面ＳＷｔ側に保護テープＭＴを貼り付ける
場合には、図３に示すダイシング工程の後、かつ、ケース収納工程の前に貼り付けること
が好ましい。
【０１０７】
　また、図１９に示す例では、複数の半導体チップＣＰに保護テープＭＴを貼り付けて、
リングＲＧの上面ＲＧｔは保護テープＭＴから露出している。しかし、図１９に対する更
なる変形例としては、複数の半導体チップＣＰおよびリングＲＧの上面ＲＧｔを覆うよう
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に、保護テープＭＴを貼り付けても良い。
【０１０８】
　ただし、リングＲＧの厚さと半導体チップＣＰの厚さとが異なる場合でも半導体チップ
ＣＰの主面ＣＰｔに保護テープＭＴを確実に貼り付ける観点からは、リングＲＧの上面Ｒ
Ｇｔは保護テープＭＴから露出させることが好ましい。
【０１０９】
　＜変形例４＞
　また、上記実施の形態では、半導体パッケージの例として、半導体チップＣＰを基材で
ある配線基板２上に搭載した半導体パッケージを例示的に取り上げて説明した。しかし、
半導体パッケージの構造には種々の変形例がある。例えば、基材としてチップ搭載部の隣
に、複数のリードが形成されたリードフレームを用いた半導体パッケージであっても良い
。
【０１１０】
　＜変形例５＞
　また、上記実施の形態で説明した技術思想の要旨を逸脱しない範囲内において、変形例
同士を組み合わせて適用することができる。
【符号の説明】
【０１１１】
２　配線基板（基材）
２ｂ　下面（第２面、実装面）
２ＢＦ　端子（ボンディングリード、ボンディングフィンガ、半導体チップ接続用端子）
２ＬＤ　ランド（端子、実装端子）
２ｓ　側面
２ｔ　上面（第１面、チップ搭載面）
２Ｗ　配線
ＡＤｆ　粘着面（接着面、上面）
ＢＰ　突起部（凹凸部）
ＢＷ　ワイヤ（導電性部材）
ＣＦｔ　回路形成面
ＣＧ　カバー部材
ＣＰ　半導体チップ（半導体装置）
ＣＰｂ　主面（裏面、下面）
ＣＰｓ　側面
ＣＰｔ　主面（表面、上面）
ＣＲ　クリーンルーム
ＤＢ　ブレード（ダイシングブレード）
ＤＣｐ　ダイシングライン（スクライブ領域）
ＤＭ１　凹部（第１凹部）
ＤＭ２　凹部（第２凹部）
ＤＭ３　凹部（第３凹部）
ＤＴ　ダイシングテープ（粘着シート、粘着テープ）
ＤＴｂ　下面
ＤＶｐ　デバイス領域
ＧＳ１、ＧＳ２　気体
ＨＤＲ１、ＨＤＲ３、ＨＤＲｈ　リング押さえ部
ＨＤＲ１ｂ、ＨＤＲ３ｂ　リング押さえ面
ＨＳ　シール装置
ＬＳＥ　複数のイメージセンサ素子（受光素子）
ＭＴ　保護テープ
ＰＤ　パッド（ボンディングパッド、チップ電極）
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ＰＫＧ１　半導体パッケージ（半導体装置）
ＲＧ　リング
ＲＧｂ　下面
ＲＧｔ　上面
ＳＢ　半田ボール（半田材、外部端子、電極、外部電極）
ＳＢＧ　梱包袋
ＳＰ、ＳＰｈ１　梱包ケース
ＳＰ１　蓋部（第１ケース部）
ＳＰ２　本体部（第２ケース部）
ＳＰＣ１、ＳＰＣ２、ＳＰＣ３　空間
ＳＴＧ１、ＳＴＧ２　支持部
ＳＷ　ソーンウエハ（半導体装置）
ＳＷｂ　下面
ＳＷｐｋｇ　包装体（半導体装置）
ＳＷｔ　上面
ＶＣ　真空チャンバ
ＶＰ　真空ポンプ
ＶＴＲ１　通気経路（第１通気経路）
ＶＴＲ２　通気経路（第２通気経路）
ＷＨ　半導体ウエハ

【図１】 【図２】
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【図６】

【図７】

【図８】



(21) JP 6310803 B2 2018.4.11

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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